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DO-CCII eleman1 sematik olarak Sekil-1'de gosterilmistir. Eleman CCII yapisindan
tiretilmistir. Elemanin tanim bagintilar1 matrisel olarak
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seklindedir. (1) bagintisinda k = 1 alimirsa DO-CCII+ elemani, k= -1 alindiginda ise
DO-CCII- elemani tanimlanmaktadir. DO-CCII+ elemaninda her iki z ¢ikist da ayni
fazda isaret verirler, DO-CCII- elemaninda ise bu iki ucun isaretleri zit yonlii olurlar.
Bu elemanlar bipolar ve CMOS teknolojileriyle gerceklestirilebilir.
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Sekil 1. DO-CCII sembolii

a- 0.5u-CMOS teknolojisi ile bir DO-CCII elemani tasarlayimiz. Tasarlayacaginiz
akim tasiyicinin saglamasi gereken karakteristik biiyiikliikler:

- U¢ empedanslart: Ry, Rx =25 M.Ohm, Rx <10 Ohm

- [zleme hatalari: Gerilim izleme hatasi ey < %0.1, Akim izleme hatasi € < %0.1,

- Gerilim kazanci band genisligi (Kv = vy/vy ) fyzgg = 10 MHz,

- Akim kazanci band genisligi (Kj; = 1,1/ix ve Ki» =1,0/1x ) fizagg = 50 MHz,

Besleme gerilimleri £ 2.5V olacaktir.

b- Devredeki tranzistorlarin boyutlarini ve kutuplama akimlarini belirleyiniz.

SPICE simiilasyon programi yardimiyla devrenin

c- dc gerilim ve akim gegis karakteristiklerini ¢ikartiniz;

d- Kj; = 1,1/ix ve Kjp = 1,0/ix akim kazanglarinin frekansla degisimini

e- Kv = v,/vy gerilim kazancinin frekansla degisimini,

f-y ucundan goriillen giris ve x, zl ve z2 uglarna iligkin ¢ikis empedanslarinin
frekansla degisimlerini

inceleyiniz

g- Elde ettiginiz sonuglar1 yorumlaymiz. Ongoriilen hedeflere ulasip ulasamadiginiz1
arastiriniz.

NOT: Yapilan hesaplari, elde edilen sonuclari, bunlarin yorumunu kapsaml
bicimde iceren bir rapor hazirlanacaktir.

Tek numaral égrenciler DO-CCII+, cift numarah 6grenciler DO-CC- elemani
tasarlayacaklardir.



